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窒化ガリウム（GaN）は、3.4 eVの広いバンドギャップを持つことから、光学素子やパワー半導

体などの応用に適しており、現在も盛んに研究が行われている。MOCVD をはじめとする成膜手

法を用いた III-V族窒化物結晶成長が主流であるが、高品質用途を求めなければスパッタ成膜をは

じめとする物理気相成長法で作製した GaN薄膜にも実用的用途があると考えられる。しかし一般

的なスパッタ成膜法では基板へのイオンダメージが生じるため、MOCVD などに比べ膜中の格子

欠陥密度が大きくなり低品質な膜が作製されてしまう。我々はスパッタで作製した薄膜の品質向

上のために、収束磁場を用いて高密度誘導結合プラズマをターゲットに収束照射可能なスパッタ

リング装置（CPSD）を提案してきた 1),2)。CPSDでは基板を収束磁場外に設置するため、収束磁場

を横切る荷電粒子の拡散が抑制される。その結果、プラズマ中のイオン束やターゲットからの二

次電子束の基板への流入が抑えられ、基板のイオンダ

メージや温度上昇を抑制する効果が期待される。 

CPSD を用いて、液体 Ga ターゲット、窒素ガス圧

力 0.2 Pa、ターゲット-基板間距離 50 mmとし、基板

ヒーター温度を非加熱（~80℃）から 800℃まで変化さ

せ、サファイア(0001)基板上にスパッタ成膜を実施し

た。Fig.1にヒーター温度 200℃において得られた GaN

薄膜の極点図を示す。点線で囲んだブロードな 6回対

称の GaN{10-11}回折ピークと、鋭い 3 回対称のサフ

ァイア基板由来の回折ピークが見られた。極点図にお

ける GaN{10-11}の回折ピークは基板温度の上昇とと

もに鋭くなった。CPSDで GaNエピタキシャル成長を

実現できる可能性がある。発表では、得られた GaN薄

膜の X 線回折測定結果の基板温度依存性について述

べる。 
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Fig.1. X-ray pole figure for GaN{10-11} 

diffraction plane (2 𝜃  = 36.89 deg.) of 

deposited films at the substrate temperature 

of 200 ℃ (Film thickness of ~300 nm). 
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